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Remplacer en production, le cobalt par le nickel
dans le procédé SAlicide (Self-Aligned silicide)
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Procédé SAlicide (Sel Aligned silicide)
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= Limitations a l'utilisation de CoSi,:
= Exemple de la résistance de contact
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Rs (ohms/sq.)
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Nécessité de changer de siliciures
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- Enjeux industriels et scientifiques -,
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~ *Etude de la formation de NiSi,
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sIntégration de NiSi
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Dépots films minces
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Caractéristiques physico-chimiques
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